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Председателю  диссертационного совета Д 212.267.07, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высш его 
образования «Н ациональный исследовательский 
Томский государственный университет» 
доктору физико-математических наук, профессору 
Багрову Владиславу Гаврииловичу

П одтверждаю  своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Бакулина А лександра Викторовича «Адсорбция галогенов на 
поверхности (001) соединений A IHB V и интерфейсные свойства границ раздела 
А 1ПВ У/с п л а в  Гейслера» по специальности 01.04.07 -  Ф изика конденсированного 
состояния на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А.В. Бакулина и для размещ ения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

П одтверждаю  свое согласие на дальнейш ую  обработку моих персональных 
данных.

Р.А. Ж ачук 
подпись

26.06.2015


